Espintronica en
semiconductores

Espintronica en semiconductores

0 Ventajas:
#® Aprovechar la experiencia en tecnologia de semiconductores.

# Estudiar la dinamica del espin en materiales no magnéticos.

Q Generacion eléctrica o0 no magnética de una polarizacidon de espin.

-

Generacion eléctrica de una Magnetic field
polarizacidon de espines en T
semiconductores b Electron
spin

é¢Como lograrlo?
Electric
field



Fenomenos espintronicos

Transistor de espin de efecto de campo

(] 1990: Datta y Das propusieron el transistor de espin
efecto de campo
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S. Datta y B. Das, Appl. Phys. Lett. 56, 665 (1990).
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0 Diferencias o Similitudes

¢ Los electrones se mueven en presencia de campos Para un electrén en un cristal hay distintas fuentes
de gradiente de potencial: impurezas,
confinamiento cuantico, fronteras o campos
externos.

eléctricos producidos por los &tomos de la red cristalina.

¢ El movimiento de los electrones estd descrito por
bandas de energia.

+ Masa efectiva del electrén m™.

Diferencia significativa

E, ~ 1eV 2moc® ~ 1 MeV



Heteroestructuras
semiconductoras

A

0 Sistemas de baja dimensionalidad
Heteroestructuras semiconductoras.

¢ [lI-V como GaAs, InGaAs y AlGaAs.
¢ |I-VI como ZnSe.
¢ Estructura cristalina tipo zincblenda.
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Davies, D. (1998). The physics of low-dimensional semiconductors: an
introduction. Cambridge University.
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0 Origen de la asimetria de inversién:
1) Asimetria de inversion en el bulto 2) Asimetria de inversion estructural

Estructura zincblenda &) 1EO Dresselhaus IEO Rashba

—_—

G. Dresselhaus, Phys. Rev. 100, 580 (1955). Y. A. Bychkov y E. I. Rashba, J. Phys. C 17, 6039 (1984).
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